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【57】申請專利範圍
1.　一種半導體封裝組件，其中包括：基板，具有晶粒附接表面和與晶粒附接表面相對的焊
球附接表面；半導體晶粒，安裝在該基板的晶粒附接表面上，其中該半導體晶粒包括：

射頻電路；以及電連接到該射頻電路的第一晶粒焊盤；基座，安裝在該基板的焊球附接

表面上；以及第一電感器結構，在該基板、該半導體晶粒或該基座上，其中該第一電感

器結構包括：電連接到該第一晶粒焊盤的第一端子；以及電連接到接地端子的第二端

子；其中從該第一電感器結構的第二端子到該第一晶粒焊盤的第一導電路徑的第一距離

小於從該半導體封裝組件的天線到該第一晶粒焊盤的第二導電路徑的第二距離。

2.　如申請專利範圍第 1項所述之半導體封裝組件，其中從該第一電感器結構的第一端子至
該第一晶粒焊盤的第三導電路徑的第三距離小於該第二導電路徑沿著該基板佈置的區段

的長度的 1/5。
3.　如申請專利範圍第 2所述之半導體封裝組件，其中從該第一電感器結構的第一端子至該
第一晶粒焊盤的第三導電路徑的第三距離小於該第二導電路徑沿著該基板佈置的區段的

長度的 1/10。
4.　如申請專利範圍第 1所述之半導體封裝組件，其中該第一電感器結構的第一端子直接接
觸該第一晶粒焊盤。

5.　如申請專利範圍第 1所述之半導體封裝組件，其中該第一電感器結構直接位於該半導體
晶粒上，該第一電感器結構包括主動電感器結構。

6.　如申請專利範圍第 5所述之半導體封裝組件，其中該主動電感器結構包括經典的回轉
器-C主動電感器結構。

7.　如申請專利範圍第 1所述之半導體封裝組件，其中該第一電感器結構包括被動電感器結
構，該被動電感器結構包括方形螺旋形電感器結構、短柱形電感器結構、曲折線形電感

器結構或螺旋形電感器結構。
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8.　如申請專利範圍第 1所述之半導體封裝組件，其中該第一電感器結構包括六角形螺旋電
感器結構、八角形螺旋電感器結構、圓形螺旋電感器結構、整合被動器件、表面安裝器

件或接合線。

9.　如申請專利範圍第 1所述之半導體封裝組件，其中，該基板包括：第一焊盤，在該基板
的晶粒附接表面上；導電佈線，靠近該基板的晶粒附接表面且電連接到該第一焊盤；通

孔結構，穿過該基板並電連接到該導電佈線的；以及其中該基座包括：第二焊盤，在該

焊球附接表面上，其中第二焊盤電連接到該通孔結構和該第一電感器結構的第一端子，

其中直接位於該基座上的該第一電感器結構、該第一焊盤、該導電佈線、該通孔結構及

該第二焊盤共同形成複合電感器結構。

10.   如申請專利範圍第 1所述之半導體封裝組件，其中該第一電感器結構與該半導體晶粒、
該基板或該基座接觸。

11.   如申請專利範圍第 1所述之半導體封裝組件，其中該半導體晶粒包括：第二晶粒焊盤，
其中該第二晶粒焊盤電連接到該半導體晶粒的射頻電路和基座上的天線，其中該第一晶

粒焊盤將該第一電感器結構與該第二晶粒焊盤分離。

12.   如申請專利範圍第 1所述之半導體封裝組件，其中還包括：晶粒外部件電路，與該半導
體晶粒的射頻電路電連接，其中該晶粒外部件電路包括匹配電路、濾波器和天線。

13.   如申請專利範圍第 12所述之半導體封裝組件，其中該匹配電路包括第二電感器結構，其
中該第一電感器結構與該第二電感器結構為分離的電感器結構。

14.   如申請專利範圍第 1所述之半導體封裝組件，其中該半導體晶粒包括：數位/類比電路；
以及數位/類比晶粒焊盤，電連接到數位/類比電路。

15.   如申請專利範圍第 14所述之半導體封裝組件，其中該第一晶粒焊盤和該數位/類比晶粒
焊盤係分離的晶粒焊盤。

16.   一種半導體封裝組件，其中包括：半導體晶粒，安裝在基座上，其中該半導體晶粒包
括：射頻電路；電連接到該射頻電路的第一晶粒焊盤；基板，在該半導體晶粒和該基座

之間；以及第一電感器結構，在該基板、該半導體晶粒或該基座上，其中該第一電感器

結構包括：電連接到該第一晶粒焊盤的第一端子；以及電連接到接地端子的第二端子；

天線，在基座上，並且不經過該第一電感器結構而電連接到該第一晶粒焊盤。

17.   如申請專利範圍第 16所述之半導體封裝組件，其中該射頻電路包括接收器或發射器。
18.   如申請專利範圍第 16所述之半導體封裝組件，其中該半導體晶粒包括：第二晶粒焊盤，

電連接到該射頻電路和該天線，其中該第一晶粒焊盤將該第一電感器結構與該第二晶粒

焊盤分離。

19.   如申請專利範圍第 18所述之半導體封裝組件，其中還包括：晶粒外部件電路，與該第二
晶粒焊盤電連接，其中該晶粒外部件電路包括匹配電路、濾波器和天線。

20.   如申請專利範圍第 19所述之半導體封裝組件，其中該匹配電路係該第二導電路徑的一部
分，其中第二導電路徑從該天線到該第一晶粒焊盤。

21.   一種半導體封裝組件，其中包括：半導體晶粒，安裝在基座上，其中該半導體晶粒包
括：射頻電路；電連接到該射頻電路的第一晶粒焊盤；基板，在該半導體晶粒和該基座

之間；以及第一電感器結構，在該基板、該半導體晶粒或該基座上，其中該第一電感器

結構包括：電連接到該第一晶粒焊盤的第一端子；以及電連接到接地端子的第二端子；

天線，在基座上，並且電連接到該第一晶粒焊盤，其中從該第一電感器結構的第二端子

到該第一晶粒焊盤的第一導電路徑的第一距離小於從該天線到該第一晶粒焊盤的第二導

電路徑的第二距離，其中該第一晶粒焊盤在該第一導電路徑與該第二導電路徑之間。

圖式簡單說明

(2)
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通過閱讀後續的詳細描述和實施例可以更全面地理解本發明，該實施例參照附圖給出，

其中：第 1-4圖係根據本發明的一些實施例的半導體封裝組件的電路圖；第 5A-5E圖係根據
本發明的一些實施例的位於半導體封裝組件上的同一封裝的被動電感器結構的俯視圖；第 6
圖係根據本發明的一些實施例的位於半導體封裝組件上的同一封裝的主動電感器結構的電路

圖。

(3)
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(4)
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(5)
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(6)
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